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論 文 の 内 容 の 要 旨
　TFT半導体層材料にはアモルファスシリコン（a-Si）と多結晶シリコン（poly-Si）が目的に応じて使い分
けられている。 a-Si TFT は移動度が 0.5 cm2/Vs程度のため画素を駆動するに留まるが、poly-Si TFTでは移
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文誌（Journal of  Applied Physics, Japanese Journal of  Applied Physics 等）によって受理、出版されており、本
論文の内容の重要性が標準以上に高いものであると判断できる。
　よって、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
